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(57)【要約】
【課題】自発光素子が配列された表示装置において、自
発光素子に設けられた画像表示領域に亘る共通層を経由
したリーク電流により隣接画素が意図せず発光する。
【解決手段】画素電極１００は、画素ごとに基材７０上
に設けられ発光素子層１０２にキャリアを供給する。バ
ンク１０６は画素の境界に沿って基材７０上に形成され
る。発光素子層１０２は、キャリア輸送層又はキャリア
注入層を含むキャリア移動性を有した層であり画素電極
１００及びバンク１０６が形成された基材７０上に積層
された下層１０２ｄと、当該下層１０２ｄの上に積層さ
れキャリアを注入されて発光する発光層とを含む。対向
電極６２は、発光素子層１０２の上に配置され画素電極
１００と共に発光素子層１０２に電圧を印加する。下層
１０２ｄにはバンク１０６上に分断領域１１２が設けら
れ、分断領域１１２は隣接画素間での下層１０２ｄを介
したキャリアの移動を阻害する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に画像表示領域を備え、前記画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列され
た表示装置であって、
　前記各画素に映像信号に応じた量のキャリアを供給する画素電極と、
　前記画素の境界に沿って形成されたバンクと、
　キャリア輸送層又はキャリア注入層を含むキャリア移動性を有した層であり前記画素電
極及び前記バンク上に積層された補助層と当該補助層の上に積層され前記キャリアを注入
されて発光する発光層とを含む発光素子層と、
　前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対
向電極と、
　を有し、
　前記補助層には前記バンク上に分断領域が設けられ、当該分断領域は隣接画素間での前
記補助層を介した前記キャリアの移動を阻害すること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記分断領域は前記補助層のパターニングにおける当該補助層の非形成領域であること
、を特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記分断領域は、当該分断領域に形成された前記補助層の材料の変質により前記キャリ
ア移動性を喪失していること、を特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の表示装置において、
　前記補助層は、前記分断領域により前記画素ごとに分かれていること、を特徴とする表
示装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の表示装置において、
　前記画像表示領域は発光色の異なる複数種類の前記画素を含み、
　前記分断領域は、前記発光色が異なる隣接した各画素対において当該画素間の境界の少
なくとも一部に沿って配置されていること、
　を特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電圧印加により発光する自発光素子を用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス（electroluminescence：ＥＬ）素子
などの自発光素子を用いたものの開発が進められている。有機エレクトロルミネッセンス
素子は一般にＯＬＥＤ（organic light emitting diode）と称され、発光ダイオードの一
種である。ＯＬＥＤは有機化合物からなる発光層にキャリア（電子や正孔）を注入され発
光する。ＯＬＥＤは電圧の印加時に発光層に効率的にキャリアが注入されるように、電極
と発光層との間などに、キャリア移動性を有した補助的な層を設ける構造とされることが
一般的となっている。
【０００３】
　例えば、補助的な層として、アノードと発光層（emitting layer：ＥＭＬ）との間に、
正孔輸送層（hole transport layer：ＨＴＬ）や正孔注入層（hole injection layer：Ｈ
ＩＬ）が設けられる。また、カソードと発光層との間には、電子輸送層（electron trans
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port layer：ＥＴＬ）や電子注入層（electron injection layer：ＥＩＬ）が設けられる
。これら補助層はＣＶＤ（chemical vapor deposition）法、スパッタ法、蒸着法などに
より、複数の画素が配列された画像表示領域全体に亘って共通に形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１５５９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したＯＬＥＤにおけるＨＴＬ，ＨＩＬのようなキャリア移動性を有した層が画像表
示領域に亘って連続する共通層として形成される発光素子を用いた表示装置は、当該共通
層を通して隣接する画素間でのキャリアのリークが発生し得る。隣接画素へのリーク電流
は当該隣接画素の意図しない発光を招くという問題があった。具体的には、リーク電流は
画像の解像度の劣化を生じるほか、発光色が異なる画素間におけるリーク電流は色再現性
（色純度）の低下を生じるという問題があった。特に、画素サイズの縮小による高精細化
に伴い隣接画素の開口部（又は発光領域）が接近することにより当該問題が顕著となる。
【０００６】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、隣接する画素の自発光素子
へのリーク電流が抑制され、隣接画素の意図しない発光が防止される表示装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る表示装置は、基材上に画像表示領域を備え、前記画像表示領域に画素とな
る発光領域が複数配列された表示装置であって、前記各画素に映像信号に応じた量のキャ
リアを供給する画素電極と、前記画素の境界に沿って形成されたバンクと、キャリア輸送
層又はキャリア注入層を含むキャリア移動性を有した層であり前記画素電極及び前記バン
ク上に積層された補助層と当該補助層の上に積層され前記キャリアを注入されて発光する
発光層とを含む発光素子層と、前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発
光素子層に電圧を印加する対向電極と、を有し、前記補助層には前記バンク上に分断領域
が設けられ、当該分断領域は隣接画素間での前記補助層を介した前記キャリアの移動を阻
害する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略の構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示パネルの模式的な平面図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る表示パネルの図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿っ
た位置での模式的な垂直断面図である。
【図４】下部電極の形成後の表示パネルの製造工程の概略のプロセスフロー図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る表示パネルの図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿っ
た位置での模式的な垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する
。
【００１０】
　なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更
について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである
。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等
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について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定す
るものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様
の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１１】
　以下に説明する各実施形態の表示装置は有機ＥＬ表示装置である。有機ＥＬ表示装置は
、アクティブマトリックス型表示装置であり、テレビ、パソコン、携帯端末、携帯電話等
に搭載される。
【００１２】
　表示装置の画像表示領域には、画像を構成する複数の画素が２次元配列される。ここで
、画像に対応する２次元の直交座標系の１つの座標軸に沿った方向を行方向、もう１つの
座標軸に沿った方向を列方向とする。以降の説明では、行方向、列方向は基本的には画像
の水平方向、垂直方向とするが、これは便宜的な定義である。例えば、同一の画像表示領
域にて画像の縦横を切り換えて表示することができる表示装置では、画像表示領域の行方
向、列方向はそれぞれ画像の垂直方向、水平方向となる場合がある。また、表示装置の構
造自体も、以下に説明するものに対し行方向と列方向とを入れ替えたものとすることがで
きる。
【００１３】
　また、以下の実施形態では、画像表示領域には発光色が互いに異なる複数種類の画素（
サブピクセル）が配列されカラー画像を表示可能な表示装置を説明する。なお、カラー画
像における画素は、表示装置における複数種類のサブピクセルからなる一組のサブピクセ
ルに対応するが、表示装置ではサブピクセルが構成上の単位であり、例えば、サブピクセ
ルごとにＯＬＥＤや画素回路が形成される。そこで以下の説明では、基本的にサブピクセ
ルを画素と扱う。
【００１４】
［第１の実施形態］
　図１は実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２の概略の構成を示す模式図である。有機ＥＬ
表示装置２は、画像を表示する画素アレイ部４と、当該画素アレイ部を駆動する駆動部と
を備える。有機ＥＬ表示装置２はガラス基板や可撓性を有した樹脂フィルムなどからなる
基材の上に薄膜トランジスタ（thin film transistor：ＴＦＴ）やＯＬＥＤなどの積層構
造を形成されている。
【００１５】
　画素アレイ部４には画素に対応してＯＬＥＤ６及び画素回路８がマトリクス状に配置さ
れる。画素回路８は複数のＴＦＴ１０，１２やキャパシタ１４で構成される。
【００１６】
　一方、駆動部は走査線駆動回路２０、映像線駆動回路２２、駆動電源回路２４、基準電
源回路２６及び制御装置２８を含み、画素回路８を駆動しＯＬＥＤ６の発光を制御するな
どの機能を担う。
【００１７】
　走査線駆動回路２０は画素の水平方向の並び（画素行）ごとに設けられた走査信号線３
０に接続されている。走査線駆動回路２０は制御装置２８から入力されるタイミング信号
に応じて走査信号線３０を順番に選択し、選択した走査信号線３０に、点灯ＴＦＴ１０を
オンする電圧を印加する。
【００１８】
　映像線駆動回路２２は画素の垂直方向の並び（画素列）ごとに設けられた映像信号線３
２に接続されている。映像線駆動回路２２は制御装置２８から映像信号を入力され、走査
線駆動回路２０による走査信号線３０の選択に合わせて、選択された画素行の映像信号に
応じた電圧を各映像信号線３２に出力する。当該電圧は、選択された画素行にて点灯ＴＦ
Ｔ１０を介してキャパシタ１４に書き込まれる。駆動ＴＦＴ１２は書き込まれた電圧に応
じた電流をＯＬＥＤ６に供給し、これにより、選択された走査信号線３０に対応する画素
のＯＬＥＤ６が発光する。
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【００１９】
　駆動電源回路２４は画素列ごとに設けられた駆動電源線３４に接続され、駆動電源線３
４及び選択された画素行の駆動ＴＦＴ１２を介してＯＬＥＤ６に電流を供給する。
【００２０】
　基準電源回路２６は、ＯＬＥＤ６のカソード電極を構成する共通電極（図示せず）に定
電位φＲＥＦを与える。φＲＥＦは例えば、接地電位ＧＮＤ（０Ｖ）に設定することがで
きる。
【００２１】
　本実施形態においてＯＬＥＤ６の下部電極は画素ごとに形成された画素電極であり、Ｏ
ＬＥＤ６の上部電極が画素電極に対向配置された対向電極となる。下部電極は駆動ＴＦＴ
１２に接続される。一方、上部電極は全画素のＯＬＥＤ６に共通の電極で構成される。本
実施形態では下部電極がＯＬＥＤ６の陽極（アノード）であり、上部電極が陰極（カソー
ド）である。
【００２２】
　図２は有機ＥＬ表示装置２の表示パネル４０の模式的な平面図である。表示パネル４０
の表示領域４２に図１に示した画素アレイ部４が設けられ、上述したように画素アレイ部
４にはＯＬＥＤが配列される。矩形である表示パネル４０の一辺には部品実装領域４６が
設けられ、表示領域４２につながる配線が配置される。さらに部品実装領域４６には駆動
部を構成するドライバＩＣ４８が搭載されたり、ＦＰＣ５０が接続されたりする。ＦＰＣ
５０は制御装置２８やその他の回路２０，２２，２４，２６等に接続されたり、その上に
ＩＣを搭載されたりする。
【００２３】
　本実施形態の表示パネル４０はカラー画像を表示し、カラー画像における画素は例えば
、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）に対応する光を出射する画素（サブピクセル）
で構成される。
【００２４】
　本実施形態ではＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ画素５２ｂが表示領域にストライプ配
列される例を説明する。当該配列では、画像の垂直方向に同じ種類（色）の画素が並び、
水平方向にＲＧＢが周期的に並ぶ。なお、図２においてＲ画素５２ｒ、Ｇ画素５２ｇ、Ｂ
画素５２ｂはそれぞれ有効な発光領域を模式的に示しており、構造上は画素開口６０に対
応し、それらの間の領域はバンクに対応している。
【００２５】
　表示パネル４０は例えば、ＴＦＴ基板と対向基板とを、間に充填材を挟んで貼り合わせ
た構造とされる。ＴＦＴ基板にはＴＦＴ７２などからなる回路やＯＬＥＤ６などが形成さ
れる。対向基板には偏光板やタッチパネルが設けられ得る。また表示パネル４０のカラー
化方式がカラーフィルタ方式である場合、例えば、対向基板にはカラーフィルタが形成さ
れ、ＯＬＥＤ６にて白色光を生成し、当該白色光をカラーフィルタを通すことでＲＧＢ各
色を得る。
【００２６】
　図３は図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った位置での表示パネル４０の模式的な垂直断
面図である。図３は上述のＴＦＴ基板の断面構造を示しており、この上に形成される充填
材層と対向基板の構造とは図示を省略されている。本実施形態において画素アレイ部４は
トップエミッション型であり、ＴＦＴ基板上に形成されたＯＬＥＤ６で生じた光を対向基
板から出射する。すなわち、図３においてＯＬＥＤ６の光は上向きに出射する。
【００２７】
　ＴＦＴ基板の構造はガラスや樹脂フィルムからなる基材７０の上に各種の層を積み重ね
、またパターニングすることによって形成される。
【００２８】
　具体的には基材７０の上に窒化シリコン（ＳｉＮｙ）や酸化シリコン（ＳｉＯｘ）など
の無機絶縁材料からなる下地層８０を介してポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）膜が形成され、当
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該ｐ－Ｓｉ膜をパターニングし、回路層で用いる箇所のｐ－Ｓｉ膜を選択的に残す。例え
ば、ｐ－Ｓｉ膜を用いてトップゲート型のＴＦＴ７２のチャネル部及びソース・ドレイン
部となる半導体領域８２が形成される。ＴＦＴ７２のチャネル部の上にはゲート絶縁膜８
４を介してゲート電極８６が配置される。ゲート電極８６はスパッタリング等で形成した
金属膜をパターニングして形成される。この後、ゲート電極８６を覆う層間絶縁膜８８を
積層する。ＴＦＴ７２のソース部、ドレイン部となるｐ－Ｓｉにはイオン注入により不純
物が導入され、さらにそれらに電気的に接続されたソース電極９０ａ及びドレイン電極９
０ｂが形成される。このようにしてＴＦＴ７２を形成した後、層間絶縁膜９２を積層する
。層間絶縁膜９２の表面には、スパッタリング等で形成した金属膜をパターニングして配
線９４等を形成することができ、当該金属膜とゲート電極８６、ソース電極９０ａ及びド
レイン電極９０ｂの形成に用いた金属膜とで例えば、図１に示した走査信号線３０、映像
信号線３２、駆動電源線３４を多層配線構造で形成することができる。この上に例えば、
アクリル樹脂等の有機材料を積層して平坦化膜９６が形成され、これにより平坦化された
表示領域４２の表面にＯＬＥＤ６が形成される。
【００２９】
　ＯＬＥＤ６は下部電極１００、発光素子層１０２及び上部電極６２で構成され、これら
下部電極１００、発光素子層１０２及び上部電極６２は基材７０側から順に積層される。
【００３０】
　図３に示すＴＦＴ７２がｎチャネルを有した駆動ＴＦＴ１２であるとすると、下部電極
１００はＴＦＴ７２のソース電極９０ａに接続される。具体的には、上述した平坦化膜９
６の形成後、下部電極１００をＴＦＴ７２に接続するためのコンタクトホール１０４が形
成され、平坦化膜９６表面及びコンタクトホール１０４内に形成した導電体膜をパターニ
ングして、ＴＦＴ７２に接続された下部電極１００が画素ごとに分離して形成される。
【００３１】
　例えば、下部電極１００はＩＴＯ、ＩＺＯなどで形成される。また、本実施形態はトッ
プエミッション型であるので、下部電極１００は光反射率が高い材料で形成された反射層
上に透明導電膜を積層した構造とすることができる。例えば、反射層はアルミニウム（Ａ
ｌ）や銀（Ａｇ）等で形成することができ、発光層からの光を表示面、つまり上部電極６
２側へ反射させる。
【００３２】
　上述したように、駆動ＴＦＴ１２は各画素の映像信号に応じてＯＬＥＤ６に流れる電流
を制御し、下部電極１００は各画素の映像信号に応じた量のキャリアを発光素子層１０２
へ供給する。具体的には本実施形態では下部電極１００はアノードであり、キャリアとし
て正孔が下部電極１００から発光素子層１０２へ供給される。
【００３３】
　図４は、下部電極１００の形成後の表示パネル４０の製造工程の概略のプロセスフロー
図であり、ＯＬＥＤ６を形成する際の主要な工程におけるＴＦＴ基板の部分断面図を示し
ている。以下、図４を用いてＯＬＥＤ６の形成工程を説明する。
【００３４】
　下部電極１００の形成後、バンク１０６を形成する（図４（ａ））。バンク１０６は例
えば、アクリル、ポリイミド等の感光性樹脂をフォトリソグラフィ技術やインクジェット
方式でパターニングして画素境界に形成され下部電極１００間を電気的に分離する。なお
、バンク１０６はＳｉＮｙやＳｉＯｘなどの無機絶縁材料で形成することもできる。バン
ク１０６で囲まれた領域が図２に示す画素開口６０となり、当該領域には下部電極１００
が露出する。
【００３５】
　バンク１０６の形成後、発光素子層１０２を構成する各層が下部電極１００の上に順番
に積層される。発光素子層１０２は注入されて発光する発光層（ＥＭＬ）、及び発光層へ
の効率的にキャリアを供給する機能を担う補助層を含む。発光素子層１０２は補助層とし
てＨＩＬ及びＨＴＬの少なくとも一方を含む。
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【００３６】
　例えば、ＯＬＥＤ６はＲＧＢ画素それぞれの発光色に対応した単色発光のＯＬＥＤであ
り、アノードである下部電極１００側から順にＨＩＬ、ＨＴＬ、ＥＭＬ、ＥＴＬが積層さ
れた構造である。当該構造ではＨＩＬ、ＨＴＬ及びＥＴＬが補助層である。このうちＨＩ
Ｌ及びＨＴＬは正孔を供給するアノード（下部電極１００）とＥＭＬとの間に設けられる
。図３では発光素子層１０２をＨＩＬ及びＨＴＬからなる下層１０２ｄとＥＭＬ及びＥＴ
Ｌからなる上層１０２ｕとに分けて示している。
【００３７】
　バンク１０６の形成後、まず、下層１０２ｄが形成される。下層１０２ｄを構成するＨ
ＴＬ／ＨＩＬは例えば、ポリ(３，４－エチレンジオキシチオフェン)－ポリ(スチレンス
ルホン酸)(ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）やその他の導電性有機材料で形成される。バンク１０６
が形成された表示領域４２の表面の全体に亘ってＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０が例えば、スパ
ッタリングやＣＶＤで成膜される（図４（ｂ））。
【００３８】
　しかる後、バンク１０６上にＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０の分断領域１１２が形成され（図
４（ｃ））、残る領域のＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０が発光素子層１０２の下層１０２ｄとな
る（図４（ｄ），（ｅ））。分断領域１１２は隣接画素間でのＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０を
介したキャリアの移動を阻害する機能を有する。図に示すように、分断領域１１２の幅は
バンク１０６の幅の一部分で足り、下層１０２ｄの縁はバンク１０６の表面にオーバーラ
ップさせることができる。
【００３９】
　本実施形態では、分断領域１１２はＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０の非形成領域である。例え
ば、フォトリソグラフィ技術を用いたパターニングによりＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０を除去
することで分断領域１１２が形成される。具体的には、ＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０の表面に
フォトレジスト膜を成膜し、当該フォトレジスト膜を用いて分断領域１１２を形成する領
域に開口部１１４を備えたマスク１１６を形成する。そして、当該マスク１１６を用いて
、開口部１１４からＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０をエッチング除去する（図４（ｃ））。
【００４０】
　なお、下層１０２ｄとして、印刷法などで当初から分断領域１１２を備えたパターンの
ＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０を形成することもできる。
【００４１】
　次に下層１０２ｄの上にＥＭＬ、ＥＴＬが表示領域４２全体に亘って成膜され、上層１
０２ｕが形成される（図４（ｄ））。例えば、上層１０２ｕは蒸着により形成される。ま
た、単色発光のＯＬＥＤではＥＭＬは発光色ごとに異なる有機発光材料で形成される。こ
の場合、ＥＭＬはインクジェット法などで形成することもできる。
【００４２】
　下層１０２ｄ及び上層１０２ｕからなる発光素子層１０２の上に上部電極６２が例えば
、スパッタリングで成膜される（図４（ｅ））。上部電極６２は基本的に表示領域４２全
体に亘って共通に形成される。
【００４３】
　このようにしてＯＬＥＤ６が形成される。なお、上部電極６２表面には図３に示すよう
に封止膜１０８が形成される。封止膜１０８は、水分などの透過を阻止し、ＯＬＥＤ６を
保護する機能を有する。封止膜１０８として例えば、ＳｉＮｙ膜がＣＶＤ法によって成膜
される。
【００４４】
　なお、ＴＦＴ基板に対向基板を貼り合わせない構造とすることもでき、この場合にはＴ
ＦＴ基板の表面の機械的な強度を確保するため、封止膜１０８の上ないし下、または両方
に保護膜を形成することができる。保護膜が下に形成される場合は、バンク１０６で生じ
る凹凸を平坦化させる効果を持たせ、封止膜１０８の凹凸を低減させてもよい。これによ
り封止膜の内部応力を低減させることができ、封止膜が剥がれにくい構造とすることがで
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きる。
【００４５】
　上述したように、有機ＥＬ表示装置２の駆動時には各画素のＯＬＥＤ６は映像信号に応
じたキャリアを供給されて発光する。図５には当該駆動時にて下部電極１００から発光素
子層１０２へ供給されるキャリアである正孔の流れを矢印で模式的に示している。上部電
極６２は下部電極１００より低い電位を印加され、各画素の下部電極１００から発光素子
層１０２の下層１０２ｄへ供給される正孔は基本的には当該下部電極１００とこれに対向
配置された上部電極６２との間の電界に従い、矢印１２０で示すように発光素子層１０２
の上層１０２ｕへ引き寄せられ当該画素のＥＭＬに注入される。
【００４６】
　一方、下部電極１００から下層１０２ｄに供給された正孔の一部は矢印１２２で示すよ
うに画素開口６０の外側へ向けて下層１０２ｄ内を移動し得る。このキャリア移動が隣接
する画素へのリーク電流となると上述した問題を生じる。この点、有機ＥＬ表示装置２で
は発光素子層１０２の下層１０２ｄは画素境界に分断領域１１２を形成されていることに
より、隣接画素へのリーク電流の到達を阻止することができ、リーク電流による隣接画素
の発光が防止される。よって、画像の解像度の低下が抑制される。また、分断領域１１２
を発光色が異なる画素間の境界に配置することで、リーク電流による混色が抑制され高い
色純度が得られ、好適な色再現性を実現できる。
【００４７】
　なお、補助層のうち下層１０２ｄを構成するものは他の補助層より比較的厚く形成され
ることが多く、それに伴い下層１０２ｄ内を移動してリーク電流となるキャリア量が大き
くなる。この点、本実施形態では下層１０２ｄに分断領域１１２を設けることで、画素間
のリーク電流を好適に抑制することができる。
【００４８】
　また、ＯＬＥＤ６は白色発光とすることもできる。例えば、白色発光のＯＬＥＤ６は発
光色が異なる複数のＯＬＥＤを光透過性の中間層を介して電気的に直列接続したタンデム
構造とすることができる。タンデム構造では中間層として設けられる電荷発生層（charge
 generation layer：ＣＧＬ）もＨＩＬ、ＨＴＬ等と同様、キャリア移動性を有する補助
層である。本発明はタンデム構造のＯＬＥＤ６を有する有機ＥＬ表示装置２に適用するこ
ともできる。この場合も上述の単色発光のＯＬＥＤ６と同様、下部電極１００の上に積層
されるＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０に分断領域１１２が設けられ、これにより画素間のリーク
電流を好適に抑制することができる。
【００４９】
　分断領域１１２は各画素を取り囲む画素境界の全周に沿って配置することができる。す
なわち、ＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０が分断領域１１２により画素ごとに分かれた構造とする
ことができる。
【００５０】
　また、既に述べたように分断領域１１２を発光色が互いに異なる隣接画素間の境界に沿
って配置することにより好適な色再現性を実現できる。例えば、本実施形態ではＲＧＢ画
素がストライプ配列され、行方向に隣り合う各画素対は互いに発光色が異なる。この場合
、分断領域１１２を列方向に延びる画素境界に沿って設けることで隣接画素間の混色を防
止できる。
【００５１】
　なお、分断領域１１２は発光色が互いに異なる隣接画素間の境界の全体に沿ってではな
く一部のみに沿って形成されてもよい。
【００５２】
　さて、表示パネル４０の製造では、生産効率を高めるために、１枚の大きな基材７０上
に複数面の表示パネル４０を同時に形成する手法が採用される。この製造手法では基材上
へのＴＦＴの形成などの工程は複数面の表示パネル４０を一体に行われ、一方、ＯＬＥＤ
形成工程は複数面の表示パネル４０を分割して行われる。つまり、この製造方法は、複数
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面の表示パネル４０がつながった状態で加工される前段工程と、表示パネル４０ごとに分
割されて残りの加工が施される後段工程とに分けられ、ここでは前段工程をＴＦＴ工程、
後段工程をＯＬＥＤ工程と呼ぶ。
【００５３】
　ＴＦＴ工程は基本的に、集積回路などを製造する半導体製造プロセスを利用して行うこ
とができる工程からなり、比較的にプロセス条件の自由度が高く、例えば、数百℃程度の
高温プロセスを利用するように製造工程を設計することも可能である。一方、ＯＬＥＤ工
程は、有機材料からなる発光素子層の劣化を防ぐため、雰囲気温度の上限が数十℃程度に
制限され得る。つまり、ＯＬＥＤ工程は、表示パネル４０をそれぞれ加工することにより
工数が増加し、またＴＦＴ工程に比べてより確実にプロセス条件を制御する必要がある。
そのため、表示パネル４０の製造工程においてＴＦＴ工程の占める割合を大きくし、ＯＬ
ＥＤ工程の占める割合を小さくすることで、表示パネル４０の製造コストの低減や製造期
間の短縮を図ることができる。
【００５４】
　本実施形態では、図４（ａ）に示す構造を形成する工程がＴＦＴ工程として行われる。
すなわち、基材７０の上にＴＦＴ７２などからなる回路を形成し、その上に平坦化膜９６
を積層し、また下部電極１００及びバンク１０６が形成される。
【００５５】
　本実施形態では、さらに発光素子層１０２の下層１０２ｄを形成する工程がＴＦＴ工程
として行われ、これにより、上に述べた製造コスト低減や製造期間短縮の効果が得られる
。つまり、境界領域にバンク１０６が形成された後、さらにＴＦＴ工程において、表示領
域４２の全面にＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０を形成し（図４（ｂ））、ＨＴＬ／ＨＩＬ層１１
０の上にマスク１１６を形成し、このマスク１１６を用いて分断領域１１２を形成する。
【００５６】
　なお、ＯＬＥＤ工程は発光素子層１０２の上層１０２ｕを形成する工程（図４（ｄ））
、上部電極６２を形成する工程（図４（ｅ））、及びその後の工程を含む。
【００５７】
［第２の実施形態］
　以下、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２ｂを説明する。本実施形態と
上記第１の実施形態とは分断領域１１２の構造及び形成方法に相違点を有し、その他の点
では基本的に共通である。以下、第２の実施形態について第１の実施形態との相違点を中
心に説明する。
【００５８】
　有機ＥＬ表示装置２ｂの表示パネル４０の模式的な平面図は、第１の実施形態について
示した図２と基本的には同じであり、これを援用する。図５は図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ
線に沿った位置での本実施形態の表示パネル４０の模式的な垂直断面図である。第１の実
施形態の分断領域１１２は、発光素子層１０２におけるＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０といった
キャリア移動性を有した補助層である下層１０２ｄが存在しない領域であった。これに対
し、本実施形態の分断領域１１２は、下層１０２ｄにおいてその材料の変質・変性により
キャリア移動性を喪失した領域であり、図５においてバンク１０６の上の分断領域１１２
には、キャリア移動性を喪失した下層１０２ｄである変質層２００が存在する。
【００５９】
　例えば、第１の実施形態と同様にして下層１０２ｄ、及び分断領域１１２を形成する領
域に開口部１１４を備えたマスク１１６を形成する（図４（ｃ））。本実施形態では当該
マスク１１６を用いて、例えば、イオン注入やエネルギー線照射を行う。これにより、開
口部１１４の下層１０２ｄ（ＨＴＬ／ＨＩＬ層１１０）に化学的変化を起こさせたり、分
子構造の破壊を起こさせたりすることで、下層１０２ｄが有していた導電性を失わせ変質
層２００を形成する。
【００６０】
　変質層２００を形成した後は、第１の実施形態における有機ＥＬ表示装置２と基本的に
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形成後、まず上層１０２ｕを積層して発光素子層１０２を形成し（図４（ｄ））、次に発
光素子層１０２の上に上部電極６２を形成してＯＬＥＤ６が形成される（図４（ｅ））。
【００６１】
　上記各実施形態ではＲＧＢ画素がストライプ配列された有機ＥＬ表示装置２にて分断領
域１１２を設けてリーク電流を抑制する構造を説明したが、当該リーク電流抑制構造は他
の画素配列においても適用することができる。
【００６２】
　また上記各実施形態及び変形例では、下部電極１００がＯＬＥＤ６のアノード、上部電
極６２がＯＬＥＤ６のカソードである場合を説明した。しかし、本発明は、下部電極１０
０がＯＬＥＤ６のカソード、上部電極６２がＯＬＥＤ６のアノードである場合にも適用で
きる。その場合、発光素子層１０２における各層の積層順序は上述の構成とは逆転する。
例えば、カソードである下部電極１００側から順にＥＩＬ、ＥＴＬ、ＥＭＬ、ＨＴＬ、Ｈ
ＩＬが積層された構造となる。
【００６３】
　本発明の実施形態として上述した有機ＥＬ表示装置２，２ｂを基にして、当業者が適宜
設計変更して実施し得る全ての有機ＥＬ表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発
明の範囲に属する。また、有機ＥＬ表示装置以外の表示装置、例えば発光層として量子ド
ット素子を採用した量子ドット表示装置等も本発明の範囲に属する。
【００６４】
　本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得る
ものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される
。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設
計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明
の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【００６５】
　また、本実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明細
書記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものついては、当然に本発
明によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【００６６】
　２　有機ＥＬ表示装置、４　画素アレイ部、６　ＯＬＥＤ、８　画素回路、１０　点灯
ＴＦＴ、１２　駆動ＴＦＴ、１４　キャパシタ、２０　走査線駆動回路、２２　映像線駆
動回路、２４　駆動電源回路、２６　基準電源回路、２８　制御装置、３０　走査信号線
、３２　映像信号線、３４　駆動電源線、４０　表示パネル、４２　表示領域、４４　陰
極、４６　部品実装領域、４８　ドライバＩＣ、５０　ＦＰＣ、６０　画素開口、６２　
上部電極、７０　基材、７２　ＴＦＴ、８０　下地層、８２　半導体領域、８４　ゲート
絶縁膜、８６　ゲート電極、８８，９２　層間絶縁膜、９０ａ　ソース電極、９０ｂ　ド
レイン電極、９４　配線、９６　平坦化膜、１００　下部電極、１０２　発光素子層、１
０４　コンタクトホール、１０６　バンク、１０８　封止膜、１１０　ＨＴＬ／ＨＩＬ層
、１１２　分断領域、２００　変質層。



(11) JP 2016-103395 A 2016.6.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2016-103395 A 2016.6.2

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

